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ＥＦ１ＳＲＰ－０１Ｕ補足資料（R8C/Tinyｼﾘｰｽﾞ編） 
 

株式会社彗星電子システム 

第3版  2011年 6月 発行 

 

１．概要 

本資料ではルネサスエレクトロニクス製Ｒ８Ｃ／Ｔｉｎｙシリーズのフラッシュメモリ内蔵版ＭＣＵに対し 

書込み、読み出し、消去を行うために必要な注意事項が記載されています。 

 

 

   ２．動作環境 

     本書に記載されているＭＣＵは表２．１で示す環境でご使用ください。 

  またＥＦ１ＳＲＰ－０１ＵはＲ８Ｃ／Ｔｉｎｙシリーズ対応改造済の物をご使用ください。 

 

     表２．１ 動作環境一覧 

MCU ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称 EFP-Ⅰ Monitor Version WinEFP Version SRPMCU12.TBL Version

R8C/10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

Ver.3.00.77 以上 Ver.1.20.42 以上 Ver.1.03.00 以上 
R8C/11 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

R8C/12 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

R8C/13 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 EFP-Ⅰおよび WinEFP 等のﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号は､WinEFP ｳｨﾝﾄﾞｳﾒﾆｭｰ内の[Help]→[About]で表示されます。 

 ご使用の EFP-Ⅰ等の S/W ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが古い場合は､下記のｻｲﾄにて最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして 

 ください。 

  

 <EFP-Ⅰ最新 S/W 無償ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｻｲﾄ> 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efp1_j.html 

 

  <R8C/Tiny ｼﾘｰｽﾞ対応改造品情報ｻｲﾄ> 

http://www.suisei.co.jp/technews_j.html 
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   ４．端子結線 

     Ｒ８Ｃ／Ｔｉｎｙシリーズのターゲット接続ケーブルの端子結線表を表４．１に示します。 

 

     表４．１ ターゲット接続端子結線表 

EF1SRP-01U 側 

ｺﾈｸﾀ Pin No. 
ﾀｰｹﾞｯﾄ側先端線色 信号名 

4 線式ｹｰﾌﾞﾙ

Pin No. 

ｼﾘｱﾙ入出力ﾓｰﾄﾞ時の 

MCU 接続端子名 

入出力 

(ﾗｲﾀ側) 

１ 橙／赤点１ 
GND １ VSS 端子に接続 *3 － 

２ 橙／黒点１ 

３ 灰／赤点１ T_VPP ４ 未接続 Open 

４ 灰／黒点１ T_VDD ５ VCC 端子に接続 *1 入力 

８ 白／黒点１ T_PGM/OE/MD ８ 未接続 出力 

９ 黄／赤点１ T_SCLK ６ CNVSS 端子に接続  出力 

１０ 黄／黒点１ T_TXD ７ RXD 端子に接続 出力 

１１ 桃／赤点１ T_RXD ２ TXD 端子に接続 入力 

１２ 桃／黒点１ T_BUSY ３ MODE 端子に接続 入出力 

１４ 橙／黒点２ T_RESET ９ RESET 端子に接続 *2 出力 

１５ 灰／赤点２ 
GND １０ VSS 端子に接続 *3 － 

１６ 灰／黒点２ 

端子処理補足> 

*1 EFP-Ⅰ側で使用する出力ﾊﾞｯﾌｧの電源電圧を､ﾕｰｻﾞｰ側電源電圧(VCC)に合わすため､VCC をﾕｰｻﾞｰ側

から供給してください。 

 *2 ﾗｲﾀ使用時は MCU の RESET 解除は行いませんので､ﾕｰｻﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを動作させる場合は､ﾗｲﾀとﾕｰｻﾞｰ

ﾀｰｹﾞｯﾄを切り離してください。 

 ﾗｲﾀ側の RESET 出力については､P3 の注 2 を参照ください。 

*3 ｼｸﾞﾅﾙ GND は EF1SRP-01U 側ｺﾈｸﾀの 1,2,15,16Pin の 4 端子を用意しています。 

     ﾀｰｹﾞｯﾄ基板に接続される場合､1 端子のみ接続されても問題はありませんが､2 端子以上で接続され

ることを推奨致します。 

 

その他補足> 

 *4 MCU の Xin､Xout 端子は発振回路に接続してください。 

   ﾘﾝｸﾞｵｼﾚｰﾀｸﾛｯｸで動作させる場合は発振回路の接続は不要です。 
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（１）Ｒ８Ｃ／ＴｉｎｙシリーズのユーザーターゲットＭＣＵ推奨回路を図４．１に示します。 

 

 

      図４．１ ユーザーターゲット推奨回路図 

 

      注１ ：ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の 

衝突が起きないように、ジャンパーで切り離す等の処理を行ってください。 

 

      注２ ：ＥＦＰ－ⅠのＲＥＳＥＴ出力はオープンコレクターになっていますので、ＲＥＳＥＴ回路が 

         オープンコレクタ出力の場合は、ＲＥＳＥＴ端子に１ｋΩのプルアップ処理を設けて接続して 

   ください。 

          ＲＥＳＥＴ回路がＣＭＯＳ出力の場合は、注１のようにジャンパーで切り離す等の処理を行う 

          か、またはＥＦＰ－Ⅰ側のＴ＿ＲＥＳＥＴ信号をＲＥＳＥＴ回路の入力に接続してください。 

          ライタからのＭＯＤＥおよび、ＲＥＳＥＴ信号出力タイミングの組合せで、シリアル入出力 

          モードエントリを行いますので、ＭＯＤＥおよびＲＥＳＥＴ信号のＬ→Ｈ出力タイミングを 

          ５００ｎｓ以下となるようにしてください。 

 

            注３ ：リングオシレータクロックで動作させる場合は、発振回路の接続は不要です。 
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   ５．ＩＤコード領域 

     Ｒ８Ｃ／ＴｉｎｙシリーズのＭＣＵは内蔵フラッシュメモリにＩＤコード領域を備えており、以下の発生 

条件を満たすことでＭＣＵ内蔵フラッシュメモリの書換えおよび読み出しを禁止することが可能です。 

 

      ＩＤコードプロテクト機能発生条件＞ 

       条件１ ：フラッシュメモリのＦＦＦＦｈをＦＦｈ以外のデータを書き込む。 

       条件２ ：ＩＤコード領域に任意のＩＤコードを書込む。 

       条件３ ：条件１、２を満たした後、ＭＣＵの電源を再投入する。 

 

     ＩＤコードの書込みによりプロテクト状態となったＭＣＵは、ＷｉｎＥＦＰのＩＤ照合機能により 

    プロテクト状態を解除することが可能です。ＩＤ照合機能については６．ＩＤ Ｃｏｌｌａｔｉｏｎ 

（ＩＤ照合）をご参照ください。  

※本機能はユーザープログラムの不正データ読み出し等を防止するための機能です。 

 

    

 FFDFh ID ｺｰﾄﾞ(1 ﾊﾞｲﾄ目)  

   ・ ・  

   FFE3h ID ｺｰﾄﾞ(2 ﾊﾞｲﾄ目)  

    ・ ・  

   FFEBh ID ｺｰﾄﾞ(3 ﾊﾞｲﾄ目)  

  ・ ・  

 FFEFh ID ｺｰﾄﾞ(4 ﾊﾞｲﾄ目)  

  ・ ・  

 FFF3h ID ｺｰﾄﾞ(5 ﾊﾞｲﾄ目)  

  ・ ・  

 FFF7h ID ｺｰﾄﾞ(6 ﾊﾞｲﾄ目)  

  ・ ・  

 FFFBh ID ｺｰﾄﾞ(7 ﾊﾞｲﾄ目)  

 

 ※ID ｺｰﾄﾞ領域は 1 ﾊﾞｲﾄ毎に区切られた不連続な領域です。 

  ID ｺｰﾄﾞの照合は 7 ﾊﾞｲﾄの固定長で行われます。 

 

     図５．１ ＩＤコード領域の構成 
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   ６．ＩＤ Ｃｏｌｌａｔｉｏｎ（ＩＤ照合） 

     ＩＤ照合コマンドはＩＤコードが書込まれたＭＣＵのプロテクトを解除することが可能です。 

     ＷｉｎＥＦＰのＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＩＤ照合パラメータにＩＤ入力 

    形式、ＩＤコードを入力しコマンドを実行します。 

     ＩＤ照合コマンドを実行後、ＩＤコードが一致した場合はプロテクト解除となりますが、ＩＤコードが 

    不一致の場合は、ＷｉｎＥＦＰウィンドウメニュー内の［Ｄｅｖｉｃｅ］内のコマンドは全て使用できなく 

    なります。 

     図６．１にＩＤ照合パラメータの構成を示します。 

     ※図６．１はＭ１６Ｃ／６２グループ選択時のＩＤ照合コマンド画面です。 

 

 

図６．１ ＩＤ照合パラメータ構成 

 

     １）Ｉｎｐｕｔ Ｆｏｒｍａｔ（入力形式） 

       ＩＤコードの入力形式をＡＳＣＩＩ、ＨＥＸで指定します。 

     ２）Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ（先頭アドレス） 

       ＩＤコード領域の先頭アドレスを指定します。 

       本パラメータにはＭＣＵのＩＤコード先頭アドレスが自動で設定されます。 

     ３）ＩＤ Ｃｏｄｅ 

       ７バイト固定長のＩＤコードを入力します。 
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   ６．１ ＩＤ照合操作手順 

     ＩＤコード領域を設けているＭＣＵを使用される際、ＩＤコード領域の誤書込み等には十分にご注意く 

ださい。また書込まれたＩＤコードは忘れないように、ユーザー側で管理してください。 

 本項目ではＩＤコードの使用例および手順について記載しています。ＩＤコードの書込みから解除まで 

    の一連の手順を以下に示します。 

※手順例はＭ１６Ｃ／６２グループの操作手順に基づいて作成していますので、他グループの 

       ＭＣＵを使用される場合はＩＤコードサイズおよびＩＤコード領域のアドレスが異なりますので注意 

       してください。 

 

     手順１ ＩＤコードの設定 

         ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵バッファＲＡＭのＩＤコード領域に相当する領域に、ＩＤコードを設定 

         します。 

         例ではＩＤコードを“ＳＵＩＳＥＩ．”とします。（図６．２ 参照） 

 

 

図６．２ ダンプウィンドウ（ＩＤコード設定データ） 

 

             表６．１ バッファＲＡＭ設定データ一覧 

ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ 設定ﾃﾞｰﾀ ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ 設定ﾃﾞｰﾀ 

ＦＦＤＦｈ ５３ｈ ＦＦＦ３ｈ ４５ｈ 

ＦＦＥ３ｈ ５５ｈ ＦＦＦ７ｈ ４９ｈ 

ＦＦＥＢｈ ４９ｈ ＦＦＦＢｈ ２Ｅｈ 

ＦＦＥＦｈ ５３ｈ ＦＦＦＦｈ ００ｈ 

 

 

     手順２ ＩＤコード領域への書込み 

         ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵バッファＲＡＭのデータをＭＣＵ内蔵フラッシュメモリに書込みます。 

         例ではプログラムコマンドを使用しＩＤコード領域を含む領域に書込みを行います。 

         ＩＤコード領域への書込みが終了した後、ＭＣＵの電源を再投入してください。 

 

 

図６．３ ＩＤコード領域への書込み 

 

         ※プログラムコマンド指定アドレス 

          Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ：ＦＦ００ｈ 

          Ｅｎｄ ａｄｄｒｅｓｓ  ：ＦＦＦＦｈ 
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     手順３ プロテクト状態の確認および解除 

        Ｉ Ｄ コ ー ド が 書 込 ま れ た Ｍ Ｃ Ｕ に 対 し て 、 Ｗ ｉ ｎ Ｅ Ｆ Ｐ ウ ィ ン ド ウ メ ニ ュ ー 内 の 

［Ｄｅｖｉｃｅ］内のコマンドを実行すると図６．４のエラーメッセージダイアログが表示され 

コマンドを中止します。 

 

                      

図６．４ ＩＤエラー 

 

         ＩＤ照合コマンドを使用してＩＤコードの照合を行い、ＭＣＵ側のプロテクト状態を解除します。 

         図６．５、図６．６に各入力形式でのＩＤコード入力について示します。 

 

 

図６．５ ＩＤ照合（入力形式：ASCII） 

 

 

図６．６ ＩＤ照合（入力形式 HEX） 

 

         ＩＤコードが一致するとＭＣＵのプロテクト状態は解除され、ＭＣＵの書換え、読み出しが可能 

になります。ＩＤ照合コマンド実行後にエラーが発生した場合は、ＩＤコードをもう一度、確認後 

ＩＤ照合コマンドを実行してください。 
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   ７．Ｅｒａｓｅ（イレーズ） 

     イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行え 

    ます。イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図７．１に示します。 

 

 

図７．１ イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

     １）Ｅｒａｓｅ Ｔｙｐｅ（イレーズタイプ） 

       イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト（下矢印をマウスでクリックすると 

      表示）内にはＡｌｌ Ｅｒａｓｅおよび各ブロックのアドレス領域（xxxxxxh～xxxxxxh）が表示されま 

      すので消去方法を選択してください。 

     ２）ＯＫボタン 

       イレーズコマンドを実行します。 

     ３）Ｃａｎｃｅｌボタン 

       コマンドを中止します。 

 

 

   ８．デバイスコマンドでのパラメータ入力 

     本ＭＣＵユニットで使用するＭＣＵはデータの書込み、読み出しをページ単位で行います。 

     １ページのデータサイズは２５６バイトです。各コマンドのＳｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓは以下 

    の入力形式に従って、アドレスを入力してください。 

 

     ※入力形式 

      Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ：ｘｘｘｘ００ｈ 

      Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓ  ：ｘｘｘｘＦＦｈ 

 

     またＳｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓにページ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータ 

エラーが発生しコマンドを中止します。 

 

 


